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 Frequency range: 66GHz~86GHz

 Small signal gain: 21dB

 Noise figure:3.6dB

 P1dB: 14dBm

 DC Supply: Vd=10V@Id=90mA (Vg=-1.5V)

 Dimensions: 3.00 mm×1.30 mm×0.05 mm

Performance characteristics 

Product Introduction

        GLA-6686 is an E-band broadband low noise amplifier 

chip with a frequency range of 66GHz~86GHz, small signal 

gain of 21dB and a typical figure of 3.6dB. 

Electrical Specifications
(Vd=10V，Id=90mA，TA=+25℃)

Parameter Min Typ Max Unit 

Frequency range 66 86 GHz 

Small signal gain 21 dB 

Gain flatness ±1.5 dB 

Noise figure 3.6 dB 

P1dB 14 dBm 

Input VSWR 2.5 - 

Output VSWR  1.5 - 

Static current 90 mA 

Absolute Maximum Ratings

Maximum Drain Voltage 15V 

Maximum Input RF Power 30dBm 

Storage Temperature -65℃~150℃

Operating Temperature -55℃~85℃

Die Outline Dimensions

Notes: 1)  All dimensional units are micrometers (μm).

2) Tolerance for die length and width: ±50 μm.

3) Die thickness: 50 μm.
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No. Symbol Function Description

Bond Pad Definition

Pad Size(μm2)

80× 80

80× 80

120× 140

150× 100

RF input port, matched to 50Ω system. 
No series DC blocking capacitor required

RF output port, matched to 50Ω system. 
No series DC blocking capacitor required

Gate bias supply pin; 100 pF, 1000 
pF and 10 μF shunt bypass 

capacitors are required externally.

Drain bias supply pin; 100 pF, 1000 pF 
and 10 μF shunt bypass capacitors 

are required externally.

Recommended Assembly Schematic

Note: The external capacitors have the following capacitance 
values: C1 = 100 pF, C2 = 1000 pF, C3 = 10 μF. A single-layer 
capacitor is recommended for C1, which shall be placed as close 
as possible to the chip bonding pads.
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On-Wafer Measurement Curves（TA=+25℃）Vd=10V，Id=90mA 

Small Signal Gain vs. Voltage @ 90 mA Small Signal Gain vs. Current @ 5 V

Small Signal Gain vs. Current @ 7 V Small Signal Gain vs. Current @ 10 V

Noise Figure vs. Voltage @ 90 mA Noise Figure vs. Current @ 5 V 





输入驻波 vs.电压@Id=90mA 

输出驻波 vs.电压@Id=90mA 

vs. @Vd=10V

输出驻波 vs.电流@Vd=10V 
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 Low Noise Amplifier Chip，66-86GHz



注意事项

1） 存 储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，

并在氮气环境下保存。

2） 清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用

液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

3） 静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免静电损伤。

4） 常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操

作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

5） 加电顺序：加电时，先加栅压，后加漏压；去电时，先去

漏压，后去栅压。

6） 装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶

粘接工艺，安装面必须清洁平整，芯片与输入

输出射频连接线基板的缝隙尽量小。

 烧结工艺：用 80/20 AuSn 烧结，烧结温度不能

超过 300℃，烧结时间尽量短，不要超过 20 秒，

摩擦时间不要超过 3 秒。

 粘接工艺：导电胶粘接时点胶量尽量少，固化

条件参考导电胶厂商提供的资料。

7） 键合操作：

 无特殊说明，射频输入输出用 2 根键合丝(直径

25μm 金丝)，键合线尽量短。

 热超声键合温度 150℃，采用尽可能小的超声能

量。球形键合劈刀压力 40~50gf，楔形键合劈刀

压力 18~22gf。

8） 有问题请与供货商联系。
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